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& tfi u & fa ft • -a :*- t a a a it 2 6^ i# B a a 

■ ■ * * ■ l , * ■ , - . - - .*. 

it ^' fl;f f ' & >£. — m ® ;*L (pane lijL.tti'M &]-\- 
% & £. n & S & i .*..( P ixel 'ft X T - #j fv =tt a a a 
^ > & & f'J a a B ^74 jm a a a #t 3 8tf> -fit ^ ( s i t e)ji A 

$u fa ( or i en ta t,i on ) ° V 

. . ••■ »• "" - 

• ' - ; * • / ■ " 1 ■ **...-■.-** ' " . ' . ■ - ■ - 

: -tt *t £ ft v £ a a ^ $ i a ^ikt li fei M ^ ft 

( random di s t r I but ed ) » S ffij it j&'#f:'$L' ^ "its #J fa >& 41; a a a 
^ *f M € ; B a B ^ £ 1: H # -f± (el ec t r i c al c harac ter )_b tf) 
^ £ ( i neons i stenc e ) ' JC % %l fa a a a & M ^ B a a ^ 

^WM (size it Iff 4- ( s h r i rt k )Bf ' it ^ JJL ^ Jt ^ 

^ ItfiJlUi ' ® jtb ' ^ 4t ^ a a a 1^ & &) M & le, 

• ■ . ' ... .... ■ . . - ■ • - , . • *■ 

( p rocess f w i n dow ) it t >b ° it *h >;V -M ik U % h 

— M fa '"3L Si ^;J#>a ( 1 ow temperature - so lid 
cry s tal 1 izat ion)|i ^ » S ^fa M B a B J?b f id . ^ ^ ' 
i ■■■'A' ^ -fc f 'J - ^ 6d A ' ^ ^ # $± ^ #-J B a B *i it ^ : 
a_ ^ ^ # -i $L ^ i &d ^ It (l imitat ion)" : 

m i*t » ft jfc S; M. i - # %t M #3 & m i£ ft »" ^ m ^ 

- - *-_* _ , ' _ " , _ • * 

• *. * «* - '*■'." V* . . . ■ t . . "* ' *' /* " - « _ • 

- " _ . " "" ■■ ' ' ' . ■ - . , , - - ■ 

' " • •* * • * - * "**«.*-■ * ' • • t " ' - - ' " _ ***• 

- : ' * - ■ - " "- ■ , . . . • % 



i * &Wi&W (7) ' 

■ - ■ • . 

- . 

n &j & bb m m. m # B a B & % m & & & - & a & w B a B 

ft «i Aft ft IftAA* 2r ft ' J-X A ^ n >£ B a B # s| 
m <f B B B ft & # € a # *fc ^ 3 -J± »; _& i fl& M A # 

# a ^ J*3 # 

> • - ■ - . " * i, . ■ • • 

* # m ± a # ^ ^ H - $ f B a B It 

(thin f i 1 m transistor, TFT)#j J? >k ' jt i% r~ ^ '& : .$t 
iti t£H # -l± (electrical characteristics )'«■• ^ 
(re 1 iabi 1 i ty 4& >& B B B $ j& /f &;-*!•'( low 
temperature po lys i 1 icon, LTPS TF T U ft # & ° 

*•■-*" . • . « • •. . " * ■ • - 

•*-„•■ ••, , ' ■ . • • ■• • . - • - . ■ 

. ^ ^ %M ft t iH t ' - & M. \ m ^ 

& ^ jl & & % # & & m m ' m- n. : # & & m n jl & & 
& ..■ 4l - % — #j © «; ^ — # — • #j ® » tr# a a B a # & ^ 

# : - % - i 4 « i - # i & ^ - ^ — ii #. * « : ' ^ 

- ffl pa ft i£ % — m : ® 6^ ^ i^j ^ # ' « ^ — . & * ^ 

— ® itj. ^ — ® #j ^ J4 ^ v -B- - J^, ^ 

$ — ii ^ 

ft X ; . » 5- > - ^ - >% i - M v ^; t^; ^ ^ & ^ # st/ : '#;': : - 

^ % — ^ ^ ii |g i^j ^ - #J ® 6^ ^ 4j ji> ' i t ^ - ^ 

*& & M * ^r— ^ — ;^ ^ > | - '| ; ^ tl a ^ - ^ — ^ 

A ft k v JL m % ^ i '\A<-.fft i£:% ^:&^J£.V - % -H. i . 



* 

• '.- * > 
* ■ \ 



t 



Wtl^ (8) 



B J£ 



B 4 % 4k Ifr i£ % - .fi J£ « t£ 

— & i« B ^ ^ # .= b i£ 

^ — itj & I 5. ^ - $ E3 (A 

S£ % ~ & ^ SA & & M % ~ % 

•■ . - * . 

-b » 4- i£ # s i ^ M t - Ira 

£ S * & JL f£ # E9 & Wit % - 

'h M % . =. X & • # it >t - W 

% V fi ^ 0,^ 4L. V # - & 

-k. ' 4- i& % eg I ^ ?g ^ 



=. B J£ 




5^ 



i— » 



£o BS 



aa 



eg 



^£ Era 



aa 



> "B 



* ^ ^ # . 

% & % % "its - ' k A 

• - 

^ t * M - k t& 

ilk a £L — % = 1, 4 

I ^ M 1ft 4b 



*J & ^ *§: m 



4 jk # B a a # J% m 

41 ' S ift, ^a .it it ^ 
(residua 1 )# B a a ^ 

i^fe i k #t m m & 



m t a a a ft §(J U ft >5T ^, : ' 

* # M # 6(J # B B a «^ S| # » .g. # a a B ^ 

B 4 ^ — ^ jfa ^ ^ it it , B' 

' ft H ft at Jft ' M . a a a : 'i k ^ # aa ^ ffl 
^ ^ a a a % " ^ ^ ^ B M §0 & 8^ : 

.' -B- it it B 6^> k a % ; U %b H J= B ^ 

4t M M T ' it it B ;i # at *^ f# 

( corap 1 e t e l y - m e 1 1 e d )^ S ' ffii 'A B 

. • ' ■ • - ■ ■ » 

# it f'J %>^ ^ ; ( pa r t i a l -me 1 1 i n g )^ 

^ HP ^ 4l k *& B M ^. - ?^ 

B a a ^ (seed )'' /f£ ^ ^ Oft ^, ^ ^ *§, 

-•■*". - - • • • * ^ - - w ^ -\ 

i,^. (super 1 at era 1 grow, SLG) '.'» it 




« 12 1 



JL * (9) 

.'-*.- . ■ 

- .. . - - . - • 

f 4t ft — ■ & & ifc (two-dimensional heat 

d i s s i pa t ion )# a ^ & $<J . » ^ it it H ^ 4l j*j it a a a 
( c r y st a 1 l i ze )^ %. A ^ >. S ^ ^ a & .» ^ ^ T a ;£ St ^ 

it M it it Ok 1*3 b b b $t it # t : i •» ^' $ ^ ^ •>"-- 

M-'.* € ; «l • a ^ H B B jf m € B a a *t*#' 

ifr.1l % >. ^ 3 -ii a a ft & ° m % Mr A s fe a a ^ 

tl #■ : A .> I* : - . X W ^iiil A (enlarge) 

f &r M bb $L # t£ m. le, "# ( p r o c e s s w i ndow ) » M. & JR. 4& 
_fi. .' i 4a ^ >t # £ #J M ' mm m. C 1 i m i tat ion) ° 

• • . * " -• ' . . * " • ■ . » ■ 1 -• . ■ 

*T t& ~?T R r ; 

M B a a It Clow -temperature 

po 1 y/s i 1 i con t h in: film trans istpr, LT PS TFT ) 14 86^ 

^ ® ° ffl ^'w * ' • ^ Wm & & % m 

> ^ ^ ( quart z ^, ^ - \^ # ( P 1 a s t i d)^ fe. ° -g- 

^ ^ fe. 1 ^ © _L ^ ^ & ft m : Ca'nf6rphous 

si 1 icon thin f i 1 m , a - Si t h i n f i lm) 1 02 • W-^'lk If — 
% S- ik m U M (pho to - etc hi hg-process - 1 , P EP - 

1 ) • >J ffl - tf 6^ it # <f± ( se l ect i ve mask ) 1 0 4a 

- % - -V* Pi- '>#-•■ 1 06 ' ^ ^ ^ 1 0 fir ! _L > 



&WiSLW (10) 



■ka ffl ^ Bflj 7F 4l # B a B m M (amorphous silicon 
pattern, a-Si pattern) 108° 




®: & % - & Pi. M 1 06^ & » i% $- % @) ^ B 
B& ffl ^ At ^ # & # I i 10 2t Js 5'J £ /£ a tf] Sl 
*p m ',> B^f 7F :». #;^> J ; * 1 08& > # - $ - HI S 
( f irs t s i de ) 1 1 2a X - # — #J & (second s ide) 1 1 4 » X 
£. - U ft/ 1 1 2# # — .ft 1 Ui & f 0 *l M (para 1 1 e l and 
opposi te) - 0 & m M 1 0 8t & ^ * — $ — ,ft 1 16 > — 
% — ft-**- 118a ^ - ^ ^ (pointed end)I 122' % — ft 
^ 11 6#. * ' # . — m ft 1 1 2iij % — <fifl/ ® 1 1 4#j y5r >j /ft ; / 
(extend)- $ — ; ft 4£ 1 1 8# & # — 'tfj ft 1 1 4fr $ - © 1 1 2 

# ^ r&j # ' jl # - (a M 1 16a A 1 1 8^ M jl 

- # - & k (first height, HI) v - & ( f i rst 

w i dt h, W I )a Sl /> .7$ .- ( f i r s t 1 e n g t h , Li ) •■ >. A '"Wfe- 

ft i& 122# f- HP ^ — 118ii^ i^j ^ - 1 1 2&0 ^ i^j 54 

# : ;vi:«|^'l : 2 2^ W - Jff - ^'f (second height , \ 
H2) v ..-*-.W.5t •.''('maximum second width,/ W2)a A 

— # It ^ & (max in u m seep nd 1 en g t h , L 2 ) » f.JL 



4 v 



E9 



; # a a a ^ ia •: f ■ i o 8t ^ 

^ ^ 1 2 6 .;»■ ^ :^ H: 1 2 4^ >fit . ^ ^ : -- 

118^: wi- ^ ft ** :'■ i 22#: 



- (a 1 2 4a Bl 

ft ^11 6 a JSC 

k ft ^ -12 4^ 



* ■ 



> » 




# 14 X 



2. .«■#*!«. 91 (11) . 

J= m. *fc 1 2 4* # - £ iti & (third, height, H3) v — 
& 4 (third width, W3)a jBl - % j= & i (third length, 
L 3 ) ' J. % & £ * *M - & SL ' _t • % - £ & # # 

^1-^1 a Sl %. =. i$ . & i &. ifo (sum) v $ X % & # # ^ 
$ - X & - • $ E9 ft M 1.26# to $ ^ ^ 116a A IS 
1 2 m i& % "■ £ m. Ok 12 44L Ji • : # ej H 12 6* w - # 
^ ^ (fourth h e i gh t , H4 ) * $ c? & (fourth 
width, I4)a 1 — ^ eg -ft & (fourth length, L4) '» JsJ Bf 

* E9 $ £ W> ^ % — ^ £ •■> E3 ^ i k^ l xi l- > 3. % 

*a % &>bfc%£% k • * > , ^ a a ^ m % 1 0 8# ffl ^ ^ 

a H ^ ?# j& a B a :4t ± £fr (a i£ (active reg i on) > % 




— & 4 11 6a jSl % ii i i 



aa 



^. /at ^ l& (source/drain region) ♦ % va IE % 1 2 6 

# & /I ^ t & It 3. ii it H ^ (channel region)-: - - 



.JR • : & ^ Aa; ^ ffil ^ . # > * ^ it # •!& 10 4# 

* I s ! #J it i ( trans mi ttance) ' & m ^ At ' ig # i£ & . 
^1.0 4^ ^ -. d ^, v . 

116V $ — f .^ ; ri 8g >S. ' ^ 4 d ^, 12 2Ji ^ ^ ^ # * # 
t ^- ii i to . ^ ^ ^ & ^ 1 2 2a l i s 1^: 12 6: 

/KM ^ ^ % ^ 1 24_L it f_ # # * ^ ^ ^ it % ' 

» to ifc I : d % 1 2 ^ ^ ^Ofe ^ m ^ .• 

.( in-between)^- ® ^ ^ fal » ffij 4a ^ ^ # B a B ffl H (a-Si 






^ 15 I 



i * &Wi$LW (12) 

pattern) 1 08^L>h 3. Jt # # .Jl'J * ^ ^ it & ^ • ' *» Jfc 
- £ - * ia 106#: # * v -A ^ & ; ■, £ £ © j| 

* 13 m it # (step)n & o s ^ At 4t [m > ) ' & w &jii 

> ft 1tW & $L & M % - 116- f IE i£ 1 18- 'A 

IE ^, 122 V # =. H ^ ..124 a % E9 & J£ 1 2 6^L # & 

108 » J. g - H 3& 1 1 6 - % H i£ 118 - £ -ft i£ 12 2- >. 
^ & k 12 4 a JL | i .M ;1 2 ^'J ^ t ^ . IS) . 6i -k fe * % 

^ f ; i (hard ma s k>X A f t ii; (repet i t i ve)f ife - 
f. U ah $L fk M ft & & °. 




B -t m ^ V ^ £f # at SI i . l 0 85t # f t M b B b 

( l aser cry s t a l 11 za t i on, LOU U ' Hr & & \A : %L m. fit m 
#) M A - J£ + # M ( ex cimer laser, EL) > - H 
S% #f. t" ( gas pulse laser ) \ — E j$ •. JSfc ffi f 4i ( s o 1 i d 
p u 1 s e 1 a s e r ) ^ — i£ It %S t (c on t i nub us. wave 

l aser ) ^ f ^ &s Jtt 4 & B 1 .'0 8a# • ; rf? ^ # - IE ^ 
116- £ i IS i£ 118 - ^ & M 12 2> ^ ■; 4; & k 1 24a A % 
m (a M 12 6^ £ * # * >?f. & ( t h i c kn e s s )a A 4fc •£ 

(site) • ^ E3 IS k 1 2 6^ 4l #. B a a ^ ^ If it $'J ^ ^ ^ 
( com p 1 e t e 1 y-rae 1 t ed )^ j$ ♦ ^ ^ IS 1 2 2^9 ^ # ^ ^ : -' 
U.i;f.i f'J ^ (part ial-mel ting)^ E > jtb ^ ^ 

i k 1 2 6*a IIP ■. : ^ | v ;jg ' H. ^, 1 2 2H ^ # ( r e s i d.u a 1 )E1 
H , :. ,-gp # a B B ^ B a a ^ ( seed ) r: -ft /fc ft" • 

* - * ■'..* 



. t • . * 





% 16 K 



i - (13) i . 

(nucleation site)i^j 6 & $2l W ft /£ 

* - . - • 

(super 1 a tera 1 grow, SLG • -to ffi ig ff\ tf ) - 




is) • & ^ 3? ; =. % -'tii % ,\, i& % & % & »; ^ #>j ^ . ^ 4t 

&f # a a a m # 10841 & .»''.*■•# # E3 B ' AS' 1 2 6a ^ H 
^ 122^ fl = 114 12441 a-"k''*t'« *a Gk 4 1 2 64i 'a A 

. ■ • 

h & '. S itb ^ ^ .ffc # * # E9 [a Ok 1 2 6i#j >K t l. ra .i .i . i 2 6 
a -5L ^ ^ B ^ 122^ f 1 t I = i kVl 24^, -fe .'('*. . #r 

- - '.»■•,„ 

^ ) ' eg & J£ 1 2641 ft & el (crystal izeM ^r — 

£& Ja *t (single crystal, silicon g r a i n ) 1 2 8 (^ ?f 
*$v ffl A B t ) » H * #. m ii *. ( an n e a 1 )& * ' Ml k b b b 

b b b #4 ^ # A »■ jL Mj £p f»J. b h b & 2r ft » a t ^t W li jI 
£p b b b it ^ M %k & M ( m i c rost r u c t u r e >5r > . Ah K. 
-X- f'J M iSL #J ft ,j& -fe ■ (art if lei "a 1 ly c ontro 1 1 e d s uper 
lateral growth, ACSLG )2r 4i — ^ ° * ^^'i^ C.l 22 

-; h -k % b£ £- $r & ^cl 1 2 8 (M ir: ^ M A. B t Asl 



6^ n. 



^rai M I 2 6^ ^ - ^ j# & i£ 1 2 2^f ^. ^. 41 ^ 12 4 



A 1^1^. H8i^ 4i # B a B.^ # m 14 £J -ap ^ 4* ^ ;jfe' . ' jit 

^ — B 4 1 1 6a ^ X — & 11 8/^3 4i f It i' ^. aV^ B a B # 





i (14) | 

■ * ■ - • 

M ft 5t ^ M /& ^ ^ ^;'JJ5 ej a M l 26a 

(E Ml 2 2m It 4. ^ * * 12 4^ J*3 & .'S . j& A a B B :-fi.*t:- 
(poly crystal si 1 icon grain ' ffl ^''jfc.' flR ) '•. # >h .' 
^ it ft i% $ 4i a B B igL. ^ 4^ft-.» & ra n M l 2 6a JSL *g a 
M 122m 11^^;.=. a M 1 24a < # aa 'V M # it f'J £p V 

» ^ ■ in ' s >• jtt a M tr «■ it?. :i ji a '.ft «t' & m 

it * & ^ # ;>F # ^ Mb ' & ^ £ rfb ^ i£ ' • ^ ft *o ffi) yv 

* ■ ■**■•". * * . * - 

m ^ • m m lost ^ & & v % m -a £ /^ft # & - 

^ $ ?b ?& bs ^ >f 134° •. 

. - . ■ • . ■ 

I ■ - " .- • ■ ■ - . ■ 

*» M m it * m> # 'a $ m io2&$ ■ % *f ^ n ft #ft m 

^ 'IB * ;fb .1 3 4# *fc & ^ A ' S itb # a a a ^ 

m 102>^ ^ --it ^ t &^ -(parameter)^ # $L {&. ^ 

f'J .'a M ife fa fa :|t ^ * (hydrogen con tent ) - jjg # 
^ ^JV l± ( t h i c kne s s u n i f o r m i ty ) a Jk. fa & © ^i. M >^L 
( surf a c e rough n e s s,)^ # ^ - t ^ ^ i 102 » itb ' 4t • 

i. 'aV^.iS t .t ♦ # & *>? % m- 1 0 2#, M * % 4t il'f 7t 6^ 

^ «lt - ^ it f'J 6^ Sfe H a a a ' ffij ^ ^ @ t t B B a ^ % 

13 4 . it i ^ J£ #r t M fir & k #j 'Ik & & X ^ ^ 

# ei ,f ^ i 0 © it. # ^ it ^ & m m m m. & 

10 0 ♦ At ^ m. & fa 10 0 ^ ^- J: & # & fa -;& # Ml fg «• 

• m_ .a m ^ • i m % & & ^ % ;i, m. ^ iza^ m ^-it % 

B a a ^ % 1 3 4 (^ ^ ^p>r m ft & £ # B a a ^ # • b b b ^ ; # . ) . 



i > &WiSLW (15) . 

* - - » 

ah * j& ft * M.n jl # «■ n n it n & % 1.3 4# # # ^ 

(anisotropic)^ £J » Jl f'J to ^ $ =. H 1 2 44l ffl fit 4b 
a a B # ^ 13tt|i £<] % *p <ff jL • ^ & *«] fli 
3? H 124' # it 4r - ik M H m. u /k Bfcr fa ifc % jl m. i& 

1 24^ m m /it % bb ># i 34- & & it ft 3. >y - % At 

^ It 2fc ^ (plasma enhanced chemical vapor 

deposi t i on, PECVD)|£ ♦ ^ '<R i& 1 0 0^, * & ^ A £- 




'M - % ft t >§ (dielectric layer) 136 » J- ^ /fc ^ ,# -fr 
/| 1 3 # # ( m a t e r i a 1 c o m p o s i t i o n ) eL ^ # *X f £ 
4fc # ^ ft 4b *£ (SiH 4 - based silicon oxide, S i H 4 -ba s e d 
SiO x ) - «; ej £ ft ^ ^ ^. & £ # ft 4b *> (tetra- ethyl- 
ortho-si 1 i cate based si 1 icon oxide, TEOS- based 
Si 0.x). * It 4b (silicon nitride, S i N x )a A IL ft 4b *P 
(si 1 icon oxyni tride, S i 0 x N y )^ ° 111 & it ft — ^ 4t ' 
(sputter i ng)t M \ Ifc ft % >§ 13 6w.ll $ Mb ^ & ^ 

1 3 4^. _l ^ & - ^ 4 ># 13 8 ^ 4 >t 1 3 m % — m ( W )^ 

- II- ( C r )| 4 & & 4fc ^ 4 f - :> • 



. ^ ^ ffl A, ffl A. B » m Jl A4& ^ . | ^ B4: ± ^ 

m & m m k bM > > ^ ^ :^ *g. ^ & • i o * ® ^ : ^ ; — 

>t ifc IB- M (*- ; « 7r> ) ' lt>J M j4Bt & (photolithography) 

^ a it, ?SL M m 7F )t ^ H iU f?T *S S # (^ ^ 7F ) 
^- 'M M ^ m ^ )# ^ ii. it . ^ M Ok, M, ^ ^ Eg jl M 
1 2 6 ) t ^ ; a a a ^ a B a ^t: 12 8i _L v5r '>. ^ ^ ^ M |Vl 3 Bit '. 





^ 19 I 



JL * (16) 

- $t ik m (dry etch)^^ 

14 4- n - n # & .' 

ffi ^ 144f£ & ^ (hard 

& £P. tit ik %\ ' is. & ik -ko ft ,\ 
^ ^ 13 4^ «. # iTr f ^ 136 » 



a ^ ^ € >f 1 3 6^ ^ ^ RSJ *i 

^> € >t 13 6# a ^ itb # 

mask)r*j & ik n #■ v & 

-flL ^ >1 ^ 1 4 4 a >SL ^ % Ah a B a 

#, i i ^ A m ^ $ 



^ g) -h ■» * Bfr m m n i& m ^ )^ & # ^ 

it Jf — m + tit (ion implantation)^ m ' #»J ffl M 4& 144 
# ^. ^ ' ^ m k 4b it bb k 134j*j X 'ft # (a J£ (Bp 

£ — (& 1 1 6a k 1 1 8 )a %} & /& 

, *H t a a a It 148^:^ ^ />& & (source/drain) 146 • & ifr' 
m € b b b It (TFT)# ^ ffl t « ft /y& m ft % n € J&" (series 
res i s tanc e )t& m «. ' S itb ^ ^ fa U m i£:1t. # it 

—--fill 4b (act.i vat i on )$t jg. ^ ifaM /%l 1 4 6l*9 i 
f - ( dopant s )$L & 4b • v£ Ah tfj i& 0. ?£ T ^ # f- ^ J. jL 

#r.S S *h ' ft % m -f- X b£ ^/t it ^ 6(j b b b & m 

( 1 a t tic e d e fee t )f a & ffi tfj At ffi »• a ^ ^ ^ >S ^1 a B B 
^ m € as ^14 8^ ^ > 



•• > ^ 4 a it. a" ^ it i.,f | a ; i-- i48W ji ft ^ 'ik 

^ 15 2' Vr i >^ '■" 1 5 2% 4r - ># m . 4: € 

t >t . ° ^ ^ ^ ffl - ^ ^- ^ >fe ^ ik m U 

( pho to-et c hi n g-pr oce ss - 2 , PEP - 2 M M /vBl fa 1 4 6_L 

^* ^ ^ I I 1 5 2 (a A & -to - ^ M ' ^ m ^ il' i. 



% 20 I 



5L \&W$LW (17) 

jifc--±'i£'**£ /«. * 1464L ^ «--?L jH . (contact- hole)1.54» 
tit $ & * /?L ?H 15441 ft . *S > # .jf4 -a fe l t 5& *t 

° - 

If ^ # ffl +— ; ffl + — ^ ^ ."-=, f t>] t t 
— >m $L B3 f A M % a B a '.Jt ( 1 ow t einperature 
polysilicon thin film transistor, LTPS TFT ) 2 4 86<j 
A ft H o @! -f - m 7F • # ^ 4i £ * PI M % - * 
W # ft ^ 4. ^ ' f£ % f. f <f?.j t 4i $ & ^ 
2-2441 _L ^ M $k 'it -fin # ej & i£ 22 6 (i 'B + - t t w -fKl 
£ #1 ) ' JL #— d $ eg fi ■ *fc 2 2 6#, # - & \% ^ 2 2 2*3 HP 

& V # it ?ft # 4t ^ a B a ;Jt ig. *T m W m M M ft an M M 2 0 8 

»f * ^ ^ - fi'^tfl 216 - Jjl — H. J£ 21 8 - & & 2 22 - % 
=. S ^ 22 4a A £ E9 H. 22 6^ £ # # > ft ^ & a £L 4fc ■ 

i\ % E9 a; 226ft 4i # b b b V & ' > vit- n k ^ ^ , . 

(coinp 1 ete 1 y-mel t ed g > ^ h i$ & ^ 22 2^9 4i # a s a ^ 
^ m # it £'j # ; ^ ^ (part i a 1 -m e 1 1 i ng )R H ° 

- ■ ' * . ' : • ' " * \ \. A " " " * ' . . . " 

" 1 "- - ♦ ' , ■ . '.*.' - w ,. 

^tb 8f |a ^ eg ^ ^ 2264a HP # 41^ ^ H J^. 22 2a 41 ?I ^ 
(resi dua 1 )HJ ' - # B a a ^ B i ^' ( s eed ) • lit & 

A % i ( nuc 1 e a t i on sit e )fa % j$. i i^ f ^ ffl ^ 
(super later a 1 grow , SL G » fit s£ fir if* ) » |§j »: ^ ^ 

^ ^ ^ # "/JV ^ ^ eg ^ i . ^ _>j '/.'ffl .it 4t ; as ^ # a a a ^ 



(18) 



2 0 ej a i£ 2 2 6« * i* a "i* 2 2 2«f .ft Jfc 

^ -.-a 2 2 4< a i it I is i. ^ .2-264L 'a ^ '4 ^ > s & & .& 

tt/<ft.* : .g Eg "a 226 th . % > a 2 2 6a a & a.'-** 2 2 2 

m & M. ^ % a ^ 2 2 U * (*> m m m ^ ) » ^ k ^ « #. # 

4 it it a i£ ^ $ ej a J*'' 2.2.64L li B 9 a (crysta l i ze)i^- 
•f- bb ^ b s b lit (single crystal si 1 icon grain- ^.1 

*..>'• # w a j& 226^ _l # ti & % ffl m m m. % M ^ )« 

wi m m ^ ) » # — a 2 1 ea: i % — a ^ 2 1 8^ ^ #. 

^ ^: t a f 1; « 1 ^ 1' 1 1 a B H ;« 2 4 8^ \m 'm. / 

a ' m m :■ m ^ )»r a - n % & : a ■■*£ 2 2 6^ jl & 

(orthogonal )&] & & .» ic, ^ -to ^ k M # - 
^ £ — * '4 M t #J # j& # /fet J*'W # it .it % & 

(total channel w i d t h )/£ % % — ^ if] t it it % J$L #j a. 




** $~ # 



•* ^ -5 .lB + A . ' i .+ - #•'•-=.•• 5t-*&' f 1^ 

— 4& a ; a B a ^ f t al ( low temperature . 
poly si 1 icon thin f ilm transistor, L TPS TFT ) 34 8#j 

i it r o $ + i "^r ^ a/§ ^ $ a ir w - * 

>j # * m & & ^ ' ^ ^ .8^ ^ =. ^ >f t ^ ^ k a 

3 2 44L Ji -fe & % ^ -IS 5. 4a *r *4 (symmetric)^ ^ 41'^ 
3 2 2 V m itt % m a ^ .3.2 6# ^ #] ^ >f4 ^ ^ ^ it i 
3224a 1^ ^ - # it ^f. # 4t M B 9 a 
3 0 88^ > * V — a M 31 6 



\ tiij;f it rr m # & & 
% ~ a ^, 3 is * ^ a m 
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i - (19) 

3 2 2 * $ 3 2 4a A # is a 3 2 64- £ * # * 6^ # ^ 

a JSL Hl % ; # Eg -fi 3 2 6rt"4L # A;<0V$'j9t it f'J 
(completely-melted)^ % • fln ^ a J£ 322i*j 
?# flg # it >'J ^ » ( pa r t i a 1- me 1 1 i ng 



% ± *£ M 



# a a a ^ 




r 



itb B^p ^. ^ E9 a ^ 3 2 64a HP 4l ^ ^ a J£ 322i*3 
t (re s i d u a 1 )S H rig #1 > —(two single # B V 

^ H a B ^ (seed) ^ #] ^ .'i .ft enucleation s i te )«$j 

& a M : $t M ML iM .fa & ■& (super lateral grow, 



SLG ' ^ ffi m ft 7F ) » ISJ 8^ ♦ =. ^ & # 'h ^ ^ E3 ^ 

t ' ^ *'J ffl . # m m m # B a H ^ ® * 3 0 8^^ ' ^ #. g E9 a ^ 

3 2 6a i jfe i& i ^ 32 2^/r f K ^ =. a 3 2 44:11 t % va 

a i:^ $ ■'»... ® jl m ft % & % & a ^ 3266 4^ 

>fe # a ^ 3 2 6a ^ i ^ H ^ 3 2 2^r 3. % % a 3 2 4/£ 

(*i ^ >g #f ^ ) ' ft ^ ffl ^ ^ it it 1''^ ^ E9 a J£: 
32.6t a ; il (crystal ize)/fc & tfj IS -f- , a a B ^ A 4a (single 
cry s t a 1 s i 1 i c o n g r a i n »' ^ M. ) »•.'• ^ W a ^ 32 64: _L # 

• . : • ■ - - * ... . . .•• • ... '• ' ■ - 

& & ; w ■ £ ;ia Mf.'vt 6k > )a & ;(4t m^. ) ' ^ - a 

^, 3: l 6a it ^ ^ a . ^ 3 1 84v ^ #j tit X; #• f a # ^ >f& a. 

7F )«r a 



B a a ^ ;# ^ 



a 

BB 



3 4 84: ^ ^ as; ^ » . nH m- 



^ - ^ $ E9 a ^ 326^ jL 5t (orthogonal ^ ; ^ /fa B a a 

^ bb fa m )JL X ^ ; ' .. ^ ^ # : ^ ft & 

^ o ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ■} & M[m ifr ¥t U 

m & A & ZL M. £> «. •. ' V'.- -V---' 
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i - &W?LW (20) 

& Ifc # Bfl ^ fa S t 8 a B .^ & & « BB ft ^ It ^ 5ST ^ , > 

& m ft & - m a % & & ■## m 60 # a a a ^ s n » ^ ^ 

ffl fit. t *> - -A *& m. - - & & 4i & ^ it it 'a-. 

^ a & — % =. n 3^ » # X'J « & a > it it e *fc a & 

X &Ji'60 '<•*'« £ * » : ^ # 4* b b b ^ ^ ^ it if d. 

^ t ^ - fll- A 60 £ b b b ^ a Q a *&. - |5] ; ^ # 8£ ^ ^ ^ 

•r'. « $t ' k ■ dJ > ft 'ft 3* V ^ — ± t& £ A ft 32. # ib £ 4® it 

it 14 • & A - it it i.e. ^ .« |-.*i^friw 

JL ;5* #f — 3l p a Ok n u ft tB ft ffi M 44 ^ it 

l a "l*. • *'j ffl # a^ .^r ^11 .sfr > f a t ^ *b - 

ft te ii ; *E >J it it a ^ ft 60 b b b # : 's$ *'*fc :B v 44 # m + & % 

& m. pi- te a '% -a ' it ffij a ts 4£ 4 ''tea 41 b b b ^ '4 m t s- it 

% m : ;_Mf X -14 a i.,-T i f • i&X #v A fir 4& a 
>si "/h it # X ir"Jt %> 60 • X W- i ■■ J. f • t ^ 4t A 

(enlarge )# 4^ B a B M & tfi % M & "# (process window ) » 
X T . a -JR te >S SJ 4S ^# bI \ % -0. % & ffi # ^ % «L" '«ft PS. 

* ^ . *■ . - ■ ' • , - - ■ .*.*."' 

p ■'. * ■ . i * • • f 

(limitation) 0 

* - - * ■ 

la *t ^ % M ft fa jSl 41 b b b '& M: m t • b b b 60 W £ ^ 
^ itfc M ft dJ - 'fSI # M ^ 44 60 # b s b ^ h ^ , jl # 

bb ^ si # t * * 'e '■ v — ^ ^ ^ ^ m 4i .W; # ^ it 

it i k'W i:-l^ l i; : i4J ffl .fJ .i b b b "•'jR X 1\ Sk ■. 

*. ****** * . . « , • * • 

& m *-"b -4 X > b b ^ > * V ^ n 60 
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(21) 



& m m %l it it . & ^ % j± ' j. it it & ^ 6tr >?. & a/§ & £t # ^ 

& ^ # • £ |5J # f # ;B8 jft 4L T ' 4 it ft-*'.* ^ # S 

^ M m & it £'] £ si (com pi etel y-mel ted)fR j$ » ffij ^ 

1*3 ^ # a a a Wm & it £J £P ^ *£ A* ( part i a 1 - 
me 1 t ing)#i EJ jtb H it it H. >B JjP ^ , t ift (a i£ W 4l 

- (residual )# B a a ^ H 34 ( s e e d ) »" 1ft & % & & %b ft 




tL ± H i£ M m. iM ft /£ ( s u p e r late r a 1 g r o w , 



SLG) » ii flT 4t a a a ..b$ &0 $l & & il (two-dimensional 
heat d i ss i pat i on )# « 4$'. f«J "»'; ^ it it & ^ < ft I* a a B 
(cr ys ta 11 i ze )/& A 60 -f- H a a ^ B a B #l *j Jb - $L • -sp 

^ i& ii 4£ #1 it it & 3£ ft 60 B a a *&. it # *t a. . ' a It 

# X. "t 60 -If X T ' dfc ^ > ^ >t (f easible) ' . 

4l >X ,;m m A (enlarge)!? M M B a a f a 60 f a ie. <# 
( process w i ndow) ' i£ & ni 4& a ©,.^B J* £ I g ii #r # 
£ 6^' I t i (limitation)- V 



a- _L ""/9f i& Hal ^ 



m & n &. 

• - i - 



& ® W ^ %L it . # ^fe M 
^ # ^ & i$ lb ' ^ b 



♦ 7L «c ^ # 8^ 
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an w 




m 



- s. m E9 % % u ft 'te'a ^i : B B a # *t 



a 
aa 



A £ 'b ?! bb ^ 

. • ■ . 



a 
aa 



a 
aa 



fa a b b b ^ & m 

.„..■.- • . . • ■ *■ • 

J& BB *t #J ^ ffl 

i ;+ i, ^ %tw ^ - t 4« .t 

#} 7F * ffl °. 



+ si" it i& «t 



± - % & ® *n % 




fa r 



/JUL 



& fa! t U ft - 



4& a 4i bb 



BB ^ ?4 



A ft %t ifc 93 



i • 



10 
13 

15 

1 8 

2 4 
2 8 
34 
38 
42 



t - • 

it it ^ 

M 

it & M 

aa ^ 



a 
aa 



12 
14 

1 6 

22 

2 6 

3 2 
3 6 

* * * 

100 



m a ' # 

s 

» " ' - * • ■ . ■ • • 

d m ?i m 



-J - * 



r ;- 
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T- 



"3- 



1 0 2 ft a a a % m 
106 % - & ia ,# 
112 J£ - #] S 



122 
124 



128 
136 



152 



10 4 it # '14 & -f- 
108-208-308 
114 $ — -fM-J fl&. 




# B B a # 



116- 216- 316 % - IS ^ 
118 - 218- 318 % ~ & 



222 
2 24 



322 
3 24 



126- 226- 326 



og 



b S b ^ s B a #L 



E9 Hk 3$, 

13 4 ffl 
13 8 



144 Ffl 



146 m m /%L m 



148 - 248 - 348 to 



a- 
aa 



^1 



1 5 4". ' ?l ffl 




£ 27 K 



1 . — #'J ffl — IT B a a (laser crystallization, L C ) 

$L a U ft - ? 4 m &] 55r & • t£ 3r >£- & ^ # T # **' • 
M ^ -1^ (substrate) - i% & M. *l ±- & & % - 4Y 

■ *.*. 

^ (amorphous si 1 icon, . a-Si )i S (pattern) » JL i£ # 

* • . 

■ ■ 

B a a ^ ffl & # f& ft M (oppositely)-^ — H - M ® 

(f irst side)j-X 1 - | - #] © (second side) ' t£ # 3* 

- 3? - $ iji, $ - H % & i£ % - M ® ft £ — 
#J © #j 3r i^j ^ 4 (e x tend ) ? J. f£ % — H. * .' Jt # - % — % 
JL (height) % - & JL (width)a JSL - % - -ft 

■ . * ' . * - • ' 

-*** * * 

v length); 

- % ~ M. i& ' i& % — H i& % & t£ 3$ — #J © fr ill % - 

m ® # ^ ^ # 3- i& % — ^ m * # - ^ - ftj jl v— • # 

— & JL j-x A — % - -ft JL ; 

' ' S. 'J? — # — 'A ^ ( poi n t ed endM i;! ^ t£ % — 'A 

n. nk % u t& % ~ m. M. ® i% t£ # - # V-.ft 34 # ♦ 
& n % - k ;k ^ * # - ^ — ' jl • - - $ ~ & a & 

(maximum width)J-X A — ^ — ^ A -ft JL (maximum 
length) v I t # w JL /h ^ U % . — ^ JL V. 

, — 35 := & « % ^ m. \tL ifc i$ % — ^ Ok U & i& 

i • — d ^. i : f B i ' ^ ^ - ^ :'i ^, # & & n % =. ^ 4l . 

■ ■ « ■ ' / . ■ ■ ■ . ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • 

_l ' jl i& % ^. ilk * # - % -jl ^ jl > ^ & : i - . 
^ i=- -S: JL % 'i. & 4- w n % - f% jl . ; ^ iSL ; : . 

i ^ - ^ Eg s '•"a*' » ^ "tg. ^ © ^ ^, #: -fi ^ ^ - a 
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a A & U % — 

V3 & #L % — 

0 I ;| 




^ ^ ^ — E9. % *A %L — % & -fk > 

>h ^ t£ ^ & • tg ' $ ' 5t A * 3* f£ # ^ 




it e 4t & bq U 

3l & m % - 'A i ^ « 

(grow) ' ^ t£ $ eg d 
— Jp. A" A-'ift. (single 



— # A''-^'B 



( seed )/£ -H: 
4 1*3 M A' ( c ry sta 1 1 i ze )/& — 
cry sta 1 s i 1 i con gr a i n ) ° 



2. 



■ko t If # *>J 



h$ (glass)i. 



® % un # ji/a'.-.v-.,* t * j& # & - j*. 

^ & (quartz)|. fe >ti f f (plastic) 



3. -k> ^ tf # ^, S % #i J? & > + 9 - & 
% - j£ a A £ X & < . ( s u m ) 



4. > f If Je, 



1^ # ^ ^ > & t m % ^ % % 



5 . ; ; > :f; t' i : ^ le, 

^ t£ % E9 & i£ ^ M % 

A -ft: ^ » 



£ jlJg # >5r ^ :V ^- t t£ % - ^ a A 
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_>, 

6. > f fk *w&m % 5m & ir & ' * t iu - ^ i # # 

# i $ £ a Alg m > J. f£ # =_ & Jk 'b 

tft i& % E9 i$ £ ° 

7. t It # *'J ffi % 5m # # * ' gr t ^ it t£ # 4* 
a B a ^ .'. & 4- E9 (A i£ 4i HP & > i£ ^ ifc & i£ 
ft - # bb a B a # ^ .' ^ t£ $ E9 J*9 & B B a & — . 

% — a a a ^ b B b #t''. • ■■>']■ ; ---> : r' 

... . 

8. 4° t *'J ® # If ^^l;»:*'t.t % M & £k M & .. 
•*>J m - f *f m MM # a B a ^ ffl f£ v a fl'ig'l,^ ft 
4l t£ # B a a ^ ^ m it $.J £ ^ It (corap let el y-melted)^ 

m • it-fit s~ n % — - & ^ m # a $ 4 it #j £p ^ 

li (part ial -raei ti ng)^. % '& # & ^ ^ H ^ 4a 
m & n % - ^ ^i k ft (residual )® M *? ft 

^ — I!; (nucleati on s i t e )-f& £8 #J i^j ^c, -fe ( super 

lateral grow, SLG)- 

• « - * , " -■ ..- * , ' ' - 

* * ■'»*- -'■ * • 

♦ ''"*<.• " * ' ... .'..* . . - 

9 . t tf # >J ^ ® % sm ¥t\ ^ & ' ; % f i& % 3L & % ,J> 

^ f E? ^ ^ ' ^ m m - t 4t m ^ # b b b ^ ffl f?T^ j£ ' ' 

i '> /fi> # • % ra m - 4 A &~ i% % - ^ H i^>f C ^ 1^ % 7; 

=- ^ _..ASL i' iSL k ^ E9 (a M ^ iS. ^ ^ • ^ #l ^ ^ ^. 

St i i& % w iMi^j At^ltl.is I ^ .^A^lt I - & 




^ 30 I 




10. *» t. ^ * #i jfe ffl £9^ 60 2r * » * t t£ & b b b U 

% ft — t M as # t£ # B V# ffl fit » a ft ^ i% % *a & 

ok "a a ^ t* $ - & n. ^ & js. 4l t£ # ; m. « ^ m # 

A" $ fit it $'J & a* H > i ft i£ # - @ ^ 'a A t£ # 

*»*■■* » - - 

— H ' t* IK 39 ^ & fit.: it ij -SP ^ fck ;R ' '# #T d? 

£ - a A — ^ ft ^ * & 4® # A ^ a & /& 
-fe » ^ i£ # is H j£ a A t£ $ — & t& & & m %L 

i& % & ^ ft ># A /& ^ t S ^ A #t. (polycrysta 1 
silicon grain) 0 



3* 



u . *p t n & ® % im &) it & >, & t 1 4t #. 4 - if- 

* * '".* * -" ~" * ■ 

4i (excimer 1 aser , EL) - H ft Wfc @j 1r M (gas 
pul se laser)- ® f& !9k ®j % M (sol id pu l se, l aser )«& A 
M C f Jt;. ( cdn.t i nuous. wave:, laser )^ t 4l — ° 



12. - M U ft "M. '> - % it.S% (thin film 
t ran s i s tor , TFT )#j 2r ^ • t£ 2f & ^ # T ?»] ^ 

*t 4fc - * '4c (substrate) .•'» ^ & j& 4l _L $L/fr % — # 



a a 



^ (amorphous s i 1 icon, a-Si )l t (pattern) v JL t£ # 
( i ^ ® f£ & # rfj ^ (oppositely)^ — % — m a 
( f i r st s i d e )^X o5» — % ~ M S ( secon d side) k IK B a a 

- ■ ' - " ' *'" — . ■ *•■*_". • . • - ." ~ '-. 

- % - .fi ^ ' 1^ ^ - ^ J* — #J © lij n % — 
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m © tf) 1? ft 4t (extend) • JL i£ $ — & J£ ^ # — % — 

& (height) > - & & ■ (wi'dth)a.il - % - -k & . 

( length) ; 

#j ® # Vft # • jl m % ~ m. — ^ /t. > - g 

■ 

5. ^ — % — 'A (pointed end)i ^ • — 
& % '« * la jft it ^ ft i% % ffl & ft 1? ft 54 ^ '. 

4- t£ .9 - & W ^ ^ ; ^ > - $ ..=. ii i & 

(maximum width )jx A — ^ ~ £ A (maximum 
" xength) • JL i% % jz. & & % - & & ; . : ; 

9 ^, jl:® > m I: - ^ 4 n ^ t ^ #m^. 1=. n ^ ^ ; 

Jl • JL % a ^ * # - J= & - =. % '-JSL *X J8l - 

% ^ %l & ' \% % ^ % it 'h fc %% ^% — i§i & ; a a 
5. ^ - 

a :.a & m % - -A m. ^ ^ m ^ m % a .a* ^ _l ■» ^ 

JL .% m & £/ >h ^ & V . % , m % B_ * ^ # =. 

• " . .. t . ■ . . . -„ - A ^ a . . « ■ 

lit' " • ■ 

I3L. » . * • ~ • -* 

( M M # b b b & m it e - f ^ M B B a ( Use r 
crystal 1 i zat i on, LC)^. ^1 ; 

^ & ^ E9 % 3l Jl m Ji '¥ "— fr\ M & & (g a t e •• 
insulation, GI)f ; a A : 



^ ^, ' & t& % va & ^ #■ to ^ ^ — ^ ^ 
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^ %~ n & m j& m. % & © ^ & m. $ — m % it m & 

(gate electrode): 

■ & t ** # & m M & m. % E9 m. at, & < # 



& & t& % — 'Ji (a Ok ^ ^ — 4$ 



BB 



k% m (seed)i 



(grow) ' ^ $ E9 H. J£ 4l 1*3 & B a a (crystallize)^, — % 

~ ^- bb ^ S It (single crystal si 1 icon grain)- 



13. : n 4- m % 12^ ^ ». 3. t ^ « $1 

St # A - fa i& a B a > .JJTJBfc B B a. It ( low temperature 
polysi 1 icon thin f i I'm transistor, LTPS TFT) 



a 
as 




14. *o t tfr # #'J.|£J 
— 3& (g lass )& 
(pi as t i c )J^ fe. 0 



12^ # ;.JR >1 . ' £ t « & ^ # 
JS % (quartz)^ fe & -A - i ^ 



15. *> % i% 4- M & ® % Xtm. tfi 

An % — n i i > niit 

(source/drain)^ » 1£ $ 

( channe 1 )d > 



if ? £ t tr 35 - S j£ a 



B 
BB 



us i 4 % & n $ m 



a 

S3 



fa % fa & & % T ?'J # ^ .': 

#»] ffl ^ i. ffl i.f |. # A it '.-f. ( mask )i^, it - ^ -f # ^ 
( i on i mp 1 an tat i o n )U U ' ^ i£ $ — @ « Sl i& % — 
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22. *» t n 4 #'J 4& ® % 1 2* * • * t H fit It a 9 B I 

m&tim - m m m n ft B a a & m M » « $ g9 a j£ 

- ■ * • - ■ 

ft 4l & # B a a ^ ?4 ^ f.j £ ^ *§. ilk (completely-mel ted)^ 

i ■ jt it n % - & & ft ^ t£ # B a a ^ $ m it -ip ^ 

^ (partial-melting)^ ^ & - ^1 a ^ 

# ft i* a 4& ft ^ $t (residual )S M & ft 

— M ^li (nucleation s i t e ?*£ M i% /£ Jc ( s u p e r 
lateral grow, SLG ) ° 




23. ; t *'J 

V ^ t£ E9 & 



• ^ *'] $ - t. 4t >s & n ft 



aa 



& • * t& 

n % a 




/JUL 



c? a 4& a % — 'A *&. a ^ m 

& |£ £^ S£ f E9 a >5L & ' H: 4£ t£ 

E9 a J£ 6> ^ ^ %t % a : a . $ 

n % j=- a M & ° • ' • 



2 4 ./ > t if # ^'J 

a % M m - W # 

» • • 

a & & n. % 

*% a ft 4l t£ 
Vti'# - a m a 

• ^ ^ & n. 

m % =. a i£ 



flS M n ft a a a ^ 

- ^ a ^ I 



& t ti t 4t M B a a 

a i£ #. i l l 

^ =. a ^ ft 



'j 



E9 

1^ 



ft a a a *>? n m it # ; «k ;.^;is ; v # ^ ^ 

A i | i t Cl^ ^ t t <B # a a a ^ B a a 

% va a M ^ a > ^ - ^ ijfe a M JL 

ft l# a a a )& it a a a V a a a %l (poiycrystal 
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silicon grain) 0 



25. ^ tf le, m % 12^ # 3" * £ t ^ it ft m %M 

• " - * *'.■■■ ■ 

= -g 1*3 4^ 1£ # >a ^ ■& & it £J -SP ^ *gL A* 



" as 



26. ia'f If,* *i 3£ ffl 1 2m ft * & > * 1 1* # >i & 

- ift ^ f ftf (excimer laser, EL)> — flfe "flf t 4* 

■ 

(gas pulse laser); — EJ H SfL'fff v f^ 4t . (so 1 i d pulse 
i aserM i& # It ( continuous wave 1 aser ) ° 



2 7. > > tf >j «, 'a 12^ ;'#>;&■..». * i$ n m m 

m Hl-A.-Jl. JT ^ Z tL 'fr % T >J # ' 1 

it ft 5l '}? — % % H & 4b ^ *L.4l 2> ( plasma enhanced 
chemical vapor deposition, PECVD )ft.4fc-- • J-X ^. t£ & j| 
^ ® ^ /£ 5. ^ — -fr'.-tg ># ( d i e 1 e c t r i c 1 ay er) • "v.-" 



28. V t tf * *J £ ® 3jt 2 7 ^ # # ? £ t ti^^l 

k. H M ( ma t er I a 1 compos i t i on.)& f >i^ & 

t ft ?b ( S i H 4 - ba s ed si 1 i con oxide, S i H 4 - based 
S i 0 x ) > a va t* ft & W fiL % p. &) 'ft .4b ( tet r a - e t hy 1 - 
or tho-s i 1 i ca te based si 1 icon oxide, TEOS-based 
SiO J- ft 4b (si licon nitride, SiN jiji H ft >fb *>? 






* 36 K 



✓ > 



(silicon oxynitride, SiO x N y )° 




2 9. -dfc * *T4 #»J J£ ffl" 12^ # 3r » £. t ^ 4"i* W * 
t "*6 ^ # & # * (W)> IS- (Cr)* * 
(conductive metal )° 
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12 





1 


I 






1 


1 





10 



m 




r 




10 




„ / 




13 



15 



14 



26 




Is] 



va 




26 



h "I 




38 




51 



* 




108 





> 




(4. 5«L ) t ft £ # £ 4ft : - ffl $ «■ & It «L * ft # S| fit * A tt # 



% 1/37 X 1 ! # 2/37 1 

■i wrilJJillifrywi*!* AriVi'uwrminijrfuw yirinHwir*jLfJY.krj5iiiii» n nn n« .hwavbv 




( 4 . 5 xs. ) t n % # >s ^ : - « m m # *t . j* & h & * st it % m % '& «t w # 



r 



£ 10/37 K 




* 11/37 K 




£12/37 Jt 




£ 13/37 K 




IS 14/37 I 




£ 15/37 H 




%, 16/37 '•"'if 



£ 11/37 H 




£ 12/37 K 




^ 13/37 H 



£14/37 JC 




•«4 < - 

V ' at 'U-' • 

-**« * s I - 
fc. '- i ft" ■ .' 

. > * • 

:• 
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